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電流注入型のT型量子細線レーザーの発振は1994年にW.Wegscheiderらによっ
て報告された。しかし、理論的に予測されている1次元化による低閾値や省電力
などの特性はまだ観測されていない。我々は、へき開再成長法と、近年開発し
た成長中断アニール法 [1]によって、均一性の高い試料を作製することが可能に
なった。そこで、光導波路内に15本の細線をもつ電流注入型量子細線レーザー構
造試料を作製し、レーザー発振や光学特性評価を試みた。構造の模式図をFig.1
に示す。
低温で観測されたレーザー端面からのEL を Fig.2に示す。バイアス電流の増
加にしたがって細線からの強い発光がみられ、ピークの低エネルギー側にはファ
ブリー・ペロー振動が観測された。しかし、現状ではまだレーザー発振にはい
たっていない。
当日は、発振に至らない原因を探るために行った光励起でのレーザー発振実験
や、利得・吸収スペクトル測定の結果などを示し、電流注入時のレーザー発振抑
制メカニズムについて考察する。
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Fig 1:電流注入型T型量子細線レーザーの模式図

E
L 

in
te

ns
ity

[a
rb

.u
ni

ts
]

1.581.571.561.551.54
Photon energy[eV]

0.1mA

0.4mA

Ib=
1.8mA 1.51.00.50.0

Current[mA]

E
L 

in
te

gr
at

ed
 

in
te

ns
ity

[a
rb

.u
ni

t]

T=4K

Fig 2: ELスペクトルと I-L 曲線

[1]Yoshita et al. JJAP part240L252 (2001)


